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演者らは国際宇宙ステーション（ISS）を利用した GaSb/InSb/GaSb サンドイッッチ構造試料の

溶融、凝固実験を行った。主な目的は密度差に基づく自然対流の小さな環境下で結晶を作製する

ことにより、通常の重力場では対流により乱されてしまうであろう界面現象（カイネティックス）

を明らかにすることであった。主たる実験結果の概要は引用文献 [1,2,3 ]を参照されたい。これに

より古くからバルク結晶成長に関わる方々が感覚的に有していた、結晶成長速度が種結晶方位に

依存するということなど多くの知見を得ることができた。 

一方、実際の宇宙実験が実現するには多くの準備が必要であり、膨大な地上実験に加え数値解

析が重要な役割を担ってきた。例えば地上予備実験においては、試料低温部である下部が高温で

ある上部に比べ溶融量が多いという一見常識的には考えにくい現象も数値解析を行うことにより

自然対流の寄与により説明できることを示した[4,5]。この結果より、地上実験でのみで ISS 内に

おける実験条件設定を行うことは不十分であることが分かった。特に昇温速度は極めて重要なパ

ラメーターであり、早すぎれば試料が全て溶融してしまいサンドイッチ構造を維持できず、遅す

ぎれば実験時間の割り当てが厳密である ISS においては十分な実験が遂行できないことを意味す

る。そこで数値解析を用いて適切な昇温温度を算出し[6]、それを用いて実験を行った。 

また作製結晶の成長速度から InSb 溶液内への GaSb の拡散係数を人工知能の一種であるベイズ

最適化法を用いることにより算出したところ、これまでの報告値より 1 桁以上小さいことが分か

った[7]。今後は実験結果より界面係数[8]の算出を行う予定である。 
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